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(54) Title: DEVICE AND METHOD FOR THERMALLY TREATING SUBSTRATES

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUM THERMISCHEN BEHANDELN VON SUBSTRATEN
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{57) Abstract: The aim of the invention is to provide an economical and homogenous thermal treatment for substrates. To this end,
the inventive device and method for thermally treating substrates, especially semiconductor wafers, comprise at least one heating
& device for heating at least one substrate by electromagnetic radiation. Said heating device comprises at least two arc lamps, the radi-
o ation characteristics for each arc lamp being controlled individually, and the electromagnetic radiation of the arc lamps contributing

essentially to the power density of the electromagnetic radiation of the heating device.
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(57) Zusammenfassung: Flir eine kostengiinstige und homogene thermische Behandlung von Substraten sieht die vorliegende Erfin-
dung eine Vorrichtung und ¢in Verfahren zum thermischen Behandeln von Substraten, insbesondere Halbleiterwatern, mit wenigstens
einer Heizvorrichtung zum Erwiirmen wenigstens eines Substrats durch elektromagnetische Strahlung, wobei die Heizvorrichtung
wenigstens zwei Bogenlampen nmfat, bei dem die Abstrahicharakteristika fiir jede Bogenlampe individuell gestenert werden, und
die elektromagnetische Strahlung der Bogenlampen wesentlich zur Leistungsdichte der elektromagnetischen Strahlung der Heizvor-
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